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への応用に関する研究を行った。具体的には、100 nm以下のゲート長を持つ InGaAs-HEMTにおいて、ミリ波帯(30 


















































FP電極頭部の長さ(Lg,top)が 1 μmの多段および傾斜FP構造を持つ InGaAs-HEMTを作製し、その特性について考
察を行った。10層SiCN鋳型を用いて作製した傾斜FP構造を持つ InGaAs-HEMTでは20.9 Vであった。これは、
キャリア濃度(FP構造では2.0×1012 cm-2、リセスゲート構造では2.5×1012 cm-2)を除いて同等のエピタキシャル基








おいても傾斜 FP 構造が作製可能であることを示した。また、2 層 SiCN 鋳型を用いて作製したゲート長 65 nm の
InGaAs-HEMTにおける fT、耐圧はそれぞれ94 GHz、8.9 Vであった。つづいて、2層SiCN鋳型を用いて作製し
た、ゲート長が異なる InGaAs-HEMTを用いて、耐圧および fTのゲート長依存性を測定・考察を行った。その結果、
耐圧と fTの積が最大となったのは、ゲート長100 nmの時であり、このとき耐圧及び fT、これらの積はそれぞれ、11.9 




型を用いて作製した傾斜 FP構造を持つHEMTにおいては、2層 SiCN鋳型を用いた場合と比較して耐圧と fTの積
が少なくとも2倍程度までは改善が可能であるとの結果が得られた。 
第 6章では、前章までに検討した高周波化・高耐圧化ゲート形状を有する InGaAs HEMTを実際の集積回路に導























バイス設計の指針を示した。本指針は今後の HEMT の IC 応用において活かされることが期待される。また
InGaA-HEMTを用いたF級増幅器については、今後試作を重ねることで従来の増幅器を大きく超える効率が期待さ
れる。さらにSiCN鋳型プロセスによるゲート形状制御技術を応用した傾斜FP構造は様々な横型トランジスタに応
用可能であり、将来の高周波・高耐圧動作可能なトランジスタ実現に大きな役割を果たしうると期待される。 
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